74252
IC-tekniikka

Tentti
5.2.2001

1.  MOS-transistorit. Tyypit, rakenne, toiminta. (6 p)

2. CMOS-invertterin PMOS-transistorin  prosessitranskonduktanssi on 4 UA/V 2
kynnysjénnite -1 V, pitous 1 pm ja leveys 5 pm. NMOS-transistorin
prosessitranskonduktanssi on 5 pA/V 2 kynnysjénnite 1 V, pituus 1 pm ja leveys 4 pum.
Jos invertterin kiyttSj4nnite on 8 V, niin mikd on sen ulostulojénnite, ldpikulkeva virta ja
tehonkulutus, kun ohjausjénnite on a) 0.5 V,b) 1.2 Vtaic) 4 V? (6 p)

3.  a) Gate Array -rakenne. (2 p)
b) 1 transistorin DRAM-solu. (2 p)
c) CMOS-invertterin kohinamarginaalit. (2 p)

4.  Latchup. Piirrd bulk-CMOS -rakenteeseen syntyva kytkentd ja selitd sen toiminta. Entd
miten ilmi6ti voidaan torjua? (6 p)

12p=1,15p=2,17p=3,20p=4,22p=5



